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Im Siebdruck verarbeitbare and wieder entfernbare LStmasken- 
zusanffliensetzung und Verf ahren zum Herstellen einer wieder 
entfernbaren LStmaske • 

Die Erfindung betrifft eine im Siebdruck verarbeitbare und 
wieder entfernbare LStiriaskenzusainniensetzung und ein Ver- 
f ahren zum Herstellen einer wieder entfernbaren LStmaske. 
Die Erfindung ermSglicht, bestimmte Bereiche einer Unter- 
lage durch die LStmaske vor der Abscheidung eines Lotes zu 
schiitzen und gestattet die Entfernung der LStmaske nach dem 
Abscheiden des Lotes. Die LStmaskenzusammehsetzung und das 
Verfahren zur Herstellung einer LStmaske ist besonders wich- 
tig bei der Herstellung mehrlagiger elektronischer Bauteile, 
bei denen eine Verbindung zwischen dem Tr^ger oder der Unter- 
lage und der integrlerten Halbleiteranordnung oder dem Chip 
hergestellt werden soil. Die vorliegende Erfindung ist ins- 
besondere anwendbar zur Herstellung von Produkten, bei denen 
mehr als ein Chip oder mehr als eine Halbleiteranordnung 
auf einem einzigen TrSger oder Unterlage befestigt werden 
sollen. 

Mehrlagige elektronische Bauelemente kSnnen hergestellt wer- 
den , indem man auf eine keramische Unterlage oder einen TrS-^ 
ger eine Chromschicht, eine Kupferschicht und anschlieflend 
wieder eine Chromschicht auftrSgt. Danach wird eine Photo- 
resistzusammensetzung aufgetragen, so dafl bestimmte Be- 
reiche. der Chrom-/Kupf er-/Chromschichten entf ernt werden 
konnen und die gewiinschten elektrischen Verbindungen auf 
der Unterlage hergestellt werden kSnnen. Die oberste Chrom- 
schicht wird in bestiromten Bereichen mittels bekannter Xtz- 
verfahren entfernt. Die oberste Chromschicht wird aufge- 
tragenr damit das nachfolgend aufgebrachte Lot in denjenigen 
Bereichen, in denen das Chrom vorhanden ist, nicht an der 
Unterlage haftet. AnschlieSend wird das freigelegte Kupfer 
in bestimmten Bereichen entfernt, wo sich Lot abscheiden 
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soli, beispielsweise um die LOcher, in die nachfolgend 
Stifte eingefUhrt warden und an Stellen, an denen die Halb- 
leiterchips durch Auflttten rait der Onterlage verbunden wer- 
den. Die Kupf erschicht bewirkt die elektrische Leitf Shigkeit. 
AnschlieSend werden die freiliegenden Bereiche der untersten 
Chromschicht durch Rtzen entfernt. Die unterste Chroraschicht 
wird aufgetragen, um eine ausreichende Haftung zwischen der 
Kupf erschicht und der Kerainikunterlage zu gewShrleisten. 
Nachdem die Eingangs-/Ausgangs-Stif te in die .Onterlage ein- 
gefUhrt sind, wird Lot auf die Unterlage aufgetragen und 
auf den Eingangs-/Ausgangs-Stiften und den freiliegenden 
Kupferbereichen abgeschieden, jedoch nicht auf der Unter- 
lage selbst und den freiliegenden Chrombereichen. 

Bei diesem Verfahren treten Probleme dadurch auf, dafl sich 
das Lot bei seiner Anwendung in kugelfarmigen Niederschiagen 
auf den freiliegenden Bereichen abscheidet, und die Abschei- 
dungen unterschiedliche HBhen haben. Dies spielt in den Be- 
reichen eine Rolle, in denen anschlieBend das Chip mit der 
Unterlage verbunden werden soil. Diese Bereiche werden iai 
allgemeinen als Chip-AnschluBstellenbereiche bezeichnet. 
durch die unebenen Abscheidungen in den Chip-Anschlufistel- 
lenbereichen kOnnen elektrische KurzschlUsse und Fehler 
durch warmeiibertragung auf treten. Das Lot wird auch auf die 
integrierten Schaltkreischips selbst aufgetragen, dieser 
Uberzug ist jedoch ein im wesentlichen einheitlicher und 
ebener Uberzug, weil er durch Aufdampfen aufgetragen wird. 
Verfahren dieser Art sind nicht besonders zur Anwendung des 
Lots auf die Unterlage geeignet, weil Aufdampfverfahren re- 
lativ kostspielig sind und zu langsam fiir die Fertigung von 
Teilen in hoher Stiickzahl. Auflerdem kfinnen die bei der Auf- 
dampfung des Lots angewendeten hohen Temperaturen auch die 
Photoraasken zerstSren, wodurch die Photomaske ihre ur- 
spriingliche Funktion, nSmlich die Bereiche, in denen das 
Lot abgeschieden werden soil, abzugrenzen, nicht mehr erf ail t. 
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Die zuvor geschilderten Probleme werden durch das Verfahren 
gemaB der Erfindung vermieden. Erf indungsgemafl werden be- 
stimmte Zusammensetzungen im Chip-Anschluflstellenbereich 
aufgetragen, um diese gegen eine Abscheidung des Lots auf 
freigelegtem Kupfer zu schtitzen. Nach der Entfernung der Zu- 
sammensetzung ist nur auf dem Chip Lot vorhanden, welches 
zur Verbindung des Chips mit der Unterlage benStigt wird, 
und dieses bildet, wie zuvor angegeben, einen ebenen Ober- 
zug. Dadurch wird eine einheitliche Hohe und eine erh5hte 
Zuverlassigkeit der Mehrlagenbauelemente erhalten. Weil 
ursprunglich auf dem Kupfer und dem Chip-Anschluflstellen- 
bereich kein Lot vorhanden war, wird auch die Bindungsstfirke 
zwischen Chip und Unterlage nicht negativ beeintrSchtigt. 



Eine Zusammensetzung/ die fUr den zuvor angegebenen Zweck 
geeignet ist, muB eine Anzahl von Eigenschaf ten aufweisen, 
von denen einige anderen erforderlichen Eigenschaf ten zu 
widersprechen scheinen. Beispielsweise mufl sich die Zusammen- 
setzung genau auf den gewiinschten Bereich, der vor dem Lot 
geschtitzt werden soil, auftragen lassen. Dazu ist es er- 
forderlich, dafi die Zusammensetzung eine bestimmte Fliefl- 
charakteristik aufweist. 

Die Zusammensetzung mufi gegeniiber dem Lot unter den Bedin- 
gungen, unter denen dieses auf die Unterlage aufgetragen 
wirdr wider standsfahig sein. Auflerdem muB die Zusammen- 
setzung hinreichend auf der Unterlage haften, so dafl das 
Lot nicht unter dieser eindringt und mit dejenigen Kupfer- 
bereichenr die geschutzt werden sollen, in Beriihrung kommt, 
Im Gegensatz zu dieser Haftung auf der Unterlage ist es 
jedoch er f order lich, daB die Zusammensetzung nicht so 
stark an der Unterlage haftet, daB eine nachfolgende 
Entfernung der Zusammensetzung unmoglich ist und/oder die 
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Unterlage oder andere auf dieser befindliche Schichten zer- 
start werden. Die Zusammensetzung, die leicht wieder ent- 
fernbar sein mufl/ muB hinreichend auf der Unterlage haften, . 
damit sie fur den vorgesehenen Verwendungszweck geelgnet 
5 ist. 



Die Bereitstellung von Zusaimnensetzungen mit alien zuvor 
beschriebenen Eigenschaf ten ist sehr schwierig. Die Auf- 
findung geeigneter Zusaimnensetzungen wird auch dadurch er- 

10 schwert, dafi integrierte Schaltkreise viel komplexer wer- 
den und verschiedene Muster auf den Unterlagen sehr nahe 
aneinanderrucken und schwieriger herstellbar sind. Deshalb 
sind die Anf orderungen an die gewiinschte Zusammensetzung 
hinsichtlich der Herstellung von Mustern ganz besonders 

15 hoch. 

Aufgabe der Erfindung ist, eine Zusammensetzung anzugeben, 
mit der die Abscheidung eines Lots in bestimmten Bereichen, 
beispielsweise im Chip-AnschluSstellenbereich, auf einer 
20 Unterlage verhindert werden kann und die nach dem Loten 
leicht entfernbar ist. 

Die Erfindung gemSB den Patentanspruchen lost diese Aufgabe • 
Gemafl dem Kennzeichen des Patentanspruchs 1 wird eine Lot- 

25 maskenzusamnensetzung mit einem Gehalt an A) einem film- 
bildenden Polymeren in f lussiger Form aus der Gruppe von 
Polyimid/amid oder Polyepoxid; B) einem das Kleben verhin- 
dernden Mittel aus der Gruppe von f lUssigem SiliconSl, 
Terpen, Terpineol, trocknendem 01 und Mischungen derselben 

30 und C) einem festen, hochtemperaturbestSndigen Fiillstoff 
aus der Gruppe von gemahlenem Glas, Zinkoxid, Silicium- 
dioxid, Aluminiumoxid, Sand und Mischungen derselben be- 
reitgestellt, 

35 Durch die Erfindung werden groBe Lotmengen und dadurch her- 
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vorgerufene KurzschlUsse im Chip-AnschluBstellenbereich und 
eine Fleckenbildung durch Plufimittel vermieden. Auflerdem 
wird eine ebene FlSche fiir die Ausrichtung der Chips und 
das Wiederauf schmelzen des Lotes geschaffen und die Gr56e 
des Chip-AnschluBstellenbereichs nicht herabgesetzt. Die 
erf indungsgemaBe Zusammensetzung laflt sich zu einem Muster 
mit hoher Auflosung verarbeiten und ist nach dem LSten 
ohne Riickstand von der Unterlage entfernbar. 

In der Literatur sind Zusammensetzungen gemSfl der Erfindung 
nicht beschrieben und die kritische Rombination der Eigen- 
schaf ten flir den gewiinschten Anwendungszweck wird durch den 
Stand der Technik auch nicht nahegelegt. Beispielsweise ist 
in der US Patentschrif t 3 288 754 die Umsetzung eines reak- 
tiven Silans mit einem Polyimid/araid angegeben. Im Gegensatz 
zu diesem Stand der Technik liegen in der vorliegenden Er- 
findung ein Siliconmaterial und ein Polyaraid/imid in einer 
Mischung und nicht in einem Reaktionsprodukt vor. Wie nach- 
folgend noch im einzelnen beschrieben wird, reagiert das 
Silicon bei seiner Anwendung kaum mit dem Polycunid/imid und 
verdampft wahrend des Verfahrens. AuBerdem werden in der 
Zusammensetzung gemaB der Erfindung bestimmte Mengen speziel- 
ler Fiillstoffe verwendet, die in der US Patentschrif t 
3 288 754 nicht beschrieben sind. 

Die Erfindung wird auch durch die US Patentschrif ten 
3 843 577 und 3 926 885, die Zusammensetzungen mit einem 
Gehalt an Polyepoxid und bestimmten Siloxanen angeben, nicht 
nahegelegt, weil gemaB diesen Patentschrif ten die Anwesen- 
heit eines dicht vertraglichen Schmiermittels und auch 
eines Hartungsmittels erforderlich ist. Auch sind in diesen 
Patentschrif ten die Eigenschaf ten, die mit der Zusammen- 
setzung gemaB der vorliegenden Erfindung erhalten werden, 
nicht beschrieben, und gerade diese werden mit den Zu- 
sammensetzungen gemaS der beiden Patentschrif ten wegen der 
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Anwesenheit von Hartungsmitteln nicht erreicht. 

In der US Patentschrif t 4 121 000 ist auch eine Zusammen- 
setzung beschrieben, die ein Epoxidpolymer und eine Poly- 
5 siloxanf liissigkeit enthMlt. Daneben liegen jedoch grofle 
Mengen eines anderen Polymermaterials und auch Hartungs- 
mittel vor. 

In der US Patentschrif t 3 816 364 sind bestiininte Zusammen- 
10 setzungen mit einem Gehalt an Epoxid und Dimethylsilicon 

beschrieben. Die dort verwendeten Epoxide sind jedoch feste 
Epoxide r und die Mengen an Silicon sind emdere als in der 
vorliegenden Erfindung. 

15 In der US Patentschrif t 3 781 237 wird eine Zusammenset- 
zung mit einem Gehalt an Polyimid/amid und einem Poly- 
si loxan beschrieben. Auch diese Patentschrif t ninimt die 
vorliegende Erfindung nicht vorweg, well die Menge an Poly- 
siloxan sehr viel geringer ist als in der vorliegenden Er- 

20 findung. 

In der US Patentschrif t 3 440 203 ist eine Zusammensetzung . 
beschrieben, welche ein Polyimid und Polysiloxan enthait. 
Auch in diesem Fall ist die Menge an Polysiloxan wesentlich 
25 niedriger als die in der vorliegenden Erfindung verwendete 
Menge . 

In der US Patentschrif t 3 556 754 sind Zusammensetzungen 
beschrieben/ die einen bestiminten Typ eines Silicons und 

30 eines Polymeren enthalten, welches beispielsweise ein 

Epoxid sein kann und die zur Schlichtung von Glasfasern 
verwendet werden. Auch diese Patentschrif t nimmt die vor- 
liegende Erfindung nicht vorweg, well die dort beschriebene 
Menge an Silicon sehr viel niedriger ist als in der vor- 

35 liegenden Erfindung* 
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In der US Patentschrif t 3 305 504 wird eine Zusammensetzung 
mit einem Gehalt an Epoxid und einem Siliconkautschuk be- 
schrieben. Auch dieses Patent nimmt die vorliegende Erfin- 
dung nicht vorweg, weil unter anderem in der dort be- 
schriebenen Zusammensetzung ein Siliconkautschuk und gemaB 
der vorliegenden Erfindung ein Siliconol verwendet wird. 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine im Siebdruck ver- 
arbeitbare und wieder entfernbare Lotmaskenzusaimnensetzung. 
Die Zusammensetzung enthSlt einen f ilmbildenden Polymer an- 
teil in Form einer fliissigen Zusammensetzung , wobei das 
Polymer ein Polyimid/amid oder ein flUssiges Polyepoxid 
sein kann. Die Z.usammensetzung*enthait auch ein das Kleben 
verhinderndes Mittel, welches mit dem Polymer vertrSglich 
is't und ein fltlssiges Siliconol und/oder ein Terpen und/oder 
ein Terpineol und/oder ein trocknendes 51 ist. In der Zu- 
sammensetzung ist auch ein fester, hochtemperaturbestSndiger 
FUllstoff vorhanden, der in einer solchen Menge angewendet 
wird, daB sich die Zusammensetzung nach dem LSten von der 
Unterlage wieder entfernen ISBt. Das Verhaitnis von Polymer 
im Polymerteil zu dem das Kleben verhindernden Mittel liegt 
zwischen 2 : 1 und 1:3. Wenn als Polymer ein Polyepoxid 
verwendet wird, enthalt das das Kleben verhindernde Mittel 
ein flUssiges Siliconol. Das zuvor angegebene Verhaitnis 
zwischen Polymer komponente und dem Mittel, das das Kleben 
verhindert, basiert auf der Gesamtmenge an Polymer in dem 
Polymeranteil und dem Mittel, das das Kleben verhindert 
und schlieBt beispielsweise etwa vorhandene Mengen an 
Ldsungsmittel, die das Polymer in eine fliissige Polymer- 
zusammensetzung iiberfUhren, nicht ein. 

Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum 
Herstellen einer wieder entfernbaren Lotmaske, mit der be- 
stimrate Bereiche der Unterlage vor der Einwirkung eines 
Lots wShrend der LStoperation geschiitzt werden konnen. 
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Das erfindungsgemSfle Verfahren betrifft das Aufbringen einer 
LStraaskenzusammensetzung im Siebdruck auf eine Unterlage in 
einem bestimmten Muster, Die beschichtete Unterlage wird 
zur HSrtung der Zusaininensetzung getrocknet. Anschlieflend 
wird ein Lot aufgetragen, wobei das Lot in denjenigen Be- 
reichen, die durch die gehartete LStmaske bedeckt sind, nicht 
an der Unterlage haftet. Nach der Einwirk\ing des Lots wird 
die Lotmaske von der Unterlage entfernt. Die im Siebdruck 
verarbeitbare und wieder entf ernbare LStmaskenzusamiaen- 
setzung gemaB der vorliegenden Erfindung enthSlt einen film- 
bildenden Polymeranteil in Form einer f liissigen Zusammen- 
setzung, ein Mittel, das Kleben verhindert und einen festen, 
hochtemperaturbestandigen Ftillstof f . 

Der f ilittbildende Polymeranteil der Zusammensetzung schlieBt 
entweder ein Polyimid/amid-Polymer oder ein fliissiges Poly- 
epoxid ein. Der Polymeranteil der Zusammensetzung muB in 
Form einer f liissigen Zusammensetzung vorliegen. Dement- 
sprechend kann der Polymeranteil entweder ein Polyepoxid, 
welches bereits fltissig ist, oder eine LOsung oder Disper- 
sion desselben in einem nichtreaktiven LSsungsraittelf 
Oder eine Losung oder Dispersion des Polyimid/amids in 
einem nichtreaktiven LSsungsmittel sein. 

Die Polyimid/amid-Polymeren, die erf indungsgemafl verwendet 
werdenr sind gut bekannt und im Handel erhaltlich. Polymer e 
dieser Art werden in der Literatur manchmal als Polyamide 
Oder Polyamidsauren bezeichnet und stellen tatsachlich nicht 
voll ausgehSLrtete Polymere dar, welche wechselnde Mengen 
von Amid- und Iraidgruppierungen entlang der Polymerkette 
enthalten. Die Imidgruppen werden durch Kondensation der 
Amidform mit einer Sauregruppe der Polymerkette gebildet. 
Polymere dieser Art werden im allgemeinen hergestellt durch 
Reaktion wenigstens eines Diamins mit wenigstens einer Poly- 
carbonsaure und/oder eines Anhydrids derselben und/oder 



EN 979 005 



- 9 - 



0019802 



eines Esters derselben, Beispiele fUr verschiedene PoLy- 
imide/ amide konnen den US Patentschrif ten 2 710 853, 

2 712 543, 2 731 447, 2 880 230, 3 037 966, 3 073 784, 

3 073 785, 3 179 631, 3 179 632, 3 179 633, 3 179 634, 

3 179 635 und 3 190 856 entnommen werden. Die bevorzugten 
Imid/amid-Polymeren, die erf indungsgemafl verwendet wer- 
den, sind diejenigen, die durch Reaktion eines aroraatischen 
Diamins mit einem aromatischen Tetracarbonsaure-dianhydrid 
erhalten werden^ 

Beispiele einiger Anhydride, die zur Herstellung des Poly- 
imid/amids verwendet werden kSnnen, sind PyromellithsSure- 
dianhydrid; MeilithsSure-anhydrid; Trimellithsaure-anhydrid; 

2.3.6. 7- Naphthalinte tracarbonsaure-dianhydr id ; 1,2,5, 
6-NaphthaIintetr acarbons^ure-dianhydr id ; 3 , 3 ' , 4 , 4 ' - 
Diphenyltetracarbonsaure-dianhydrid; 2 , 2 ' , 3 , 3 * -Diphenyl- 
tetracarbonsaure-dianhydrid; 3 , 3 ' , 4 , 4 ' -Diphenylmethan- 
tetracarbonsaure-dlanhydrid; Bis (3,4-carboxyphenyl) ather- 
dianhydrid; Bis (2 , 3-dicarboxyphenyl) sulf on-dianhydrid; 

3 , 3 ' , 4 , 4 ' -Benzophenontetracarbonsaure-dianhydr id ; 3,3', 
4,4' -StilbentetracarbonsSure-dianhydrid ; 2,3,6,7- 
Anthracentetracarbonsaure-dianhydr id ; 1,2,7, 8-Phenanthr en- 
tetracarbonsSure-dianhydrid; 2,3,6, 7-Naphthacentetra- 
carbonsSure-dianhydrid ; 2,3,8, 9-Chry sentetracarbonsaur e- 
dianhydrid; 2,3,6, 7-Triphenylentetracarbonsauredian- 
hydrid; Pyren-4 ,5,9,1 0- tetracarbonsauredianhydrid ; 
Perylen-3,4,9, 10-tetracarbonsauredianhydrid und Coronen- 

1.2.7. 8- tetracarbonsauredianhydr id . 

Beispiele einiger aliphatischer organischer Diamine sind 
Athylendiamin; N-Me thy lathy lendiamin; Trimethylendiamin; 
Tetramethylendiamin; 1 , 5-Diaminopentan; Hexamethy lendiamin; 
1 , 4-Diaminocyclohexan; 1 , 3-Diaminocyclopentan; 1 , 3-Diamino- 
2-methylpropan; 1 , 6-Diamino-4-methylhexan; 1 , 4-Diamino-2- 
methy 1-butan; 1 - (N-Propylamino) -6-aminohexan und 1 , 3- 
Diamino-2-phenylpropem. 
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Beispiele einiger aromatisch-aliphatischer Diamine sind p- 
Aminophenylmethylamin und m-Aminopheny Imethylamin • Bei- 
spiele einiger aromatischer orgemischer Diamine sind 2/2- 
Di ( 4-aminophenyl) propan; 4,4' -Diaminodiphenylmethan; 
5 Benzidin; Mono-N-methylbenzidin; 3, 3'-Dichlorbenzidin; 4,4'- 
Diaminodiphenylsuf id; 3,3 ' -Diamindiphenylsulfon; 4,4'- 
Diaminodiphenylsulf on; 4,4' -Diaminodi pheny lather ; 1 , 5- 
Diaminonaphthalin; m-Phenylendiamin; p-Phenylendiamin; 
3,3' -Dimethyl-4 , 4 • -biphenyldiamin; 3,3' -Dimethoxybenzidin ; 
10 1-Isopropyl-2,4-phenylendiamin; 3, 5-Diamino-o-xylol; 3,5- 
Diaminodiphenyl; 1 , 3-Diaminonaphthalin; 2 , 6-Diaminoanthra- 
cen und 4, 4'-Diaminostilben. Die am meisten bevorzugten 
aromatischen Diamine sind 4,4'-Diaminodiphenyiather, 4,4'- 
Diaminodiphenylmethan und p-Phenylendiamin, 

15 

Die Polyimide/amide, die erf indungsgemas verwendet werden, 
haben im allgemeinen Molekulargewichte von etwa 500 bis 
etwa 2500 und, wenn sie nur mit dem Verdtlnnungsmittel ge- 
mischt sind, vorzugsweise eine Viskositat von 25 bis 

20 150 cP bei normaler Z immertemperatur (etwa 25^ C) . Die 

Polyimide/amide, die als feste Polymermaterialien vor lie- 
gen, werden mit einem inerten Verdtlnnungsmittel vor dem 
Zusatz zu den anderen Bestandteilen der Zusammensetzung 
gemischt. Beispiele einiger inerter Verdiinnungsmittel, wel- 

25 Che nicht mit den Diaminen Oder Dianhydriden, die zur Her- 
stellung der Polyimide/amide verwendet werden oder mit dem 
Reaktionsprodukt reagieren, schlieSen organische polar e 
LSsungsmittel ein, welche ein Dipolmoment aufweisen und 
deren funktionelle Gruppen nicht mit den Voriaufern (d, h. 

30 den Diaminen oder Dianhydriden) reagieren. Beispiele 
einiger geeigneter organischer polarer LSsungsmittel 
schlieOen N,N-Dimethylformamid; N,N-Dimethylacetamid; N- 
Methyl-2-pyrrolidon; N,N-Diathylf ormamid; N,N-Diathyl- 
acetamid; N,N-Dimethylmethloxyacetamid; Dimethylsulf oxid; 
35 Diathylsulfoxid; Pyridin; Dimethylsulf on; Diathylsulf on; 
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Dipropylsulfon? Hexamethylphosphoramid; Tetramethylensulfon; 
Dimethyltetramethylensulfon und Dimethoxytetramethylensulfon 
ein. Wenn es gewunscht wird, konnen auch Mischungen der Ver- 
dannungsmittel verwendet werden, Dariiber hinaus konnen die 
zuvor genannten Verdunnungsmittel in Kombination mit einer 
g^ringen Menge eines Nicht-LQsungsmittels wie Ben2ol, Benzo- 
nitril/ Dioxan, ButyroLacton, Xylol, Toluol und Cyclohexan 
verwendet werden unter der Voraussetzung, dafl das Polymer 
durch die Losungsmittelkombination in flussiger Form Uber- 
fUhrt wird. Bevorzugtes VerdOnnungsmittel zur Verwendung 
mit dem Polyimid/amid ist N-Methyl-2-pyrrolidon. Die Menge 
des verwendeten Verdtinnungsmittels, bezogen auf die Menge 
an Polyimid/amid wird so gewShlt, dafi eine Zusammensetzung 
aus Polyimid/amid und VerdOnnungsmittel erhalten wird, wel- 
ches eine ViskositSt von etwa 25 bis 150 cP bei etwa 25° C 
aufweist, Im allgemeinen wird das Polyimid/amid in Mengen 
von etwa 5 bis 35 Gewichtsprozent verwendet und das Ver- 
dUnnungsmittel entsprechend in Mengen von etwa 95 bis 
65 Gewichtsprozent, wobei diese relativen Mengen auf den 
Gesamtgehalt an Polyimid/amid und VerdOnnungsmittel be- 
zogen sind. 

Wenn das verwendete Polymer ein Polyepoxid ist, muB es 
ein flussiges Polyepoxid sein. Die bevorzugten Typen der 
Epoxidpolymeren, die erf indungsgemafl verwendet werden, 
sind Polyepoxide aus Epichlorhydrin und Bisphenol-A, d. h., 
2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propan. Es konnen im Rahmen der 
vorliegenden Erfindung jedoch auch andere Epoxidpolymere 
verwendet werden, beispielsweise diejenigen, die durch 
Reaktion eines mehrkernigen zweiwertigen Phenols mit einem 
Halo-Epoxyalkan erhalten werden. 

Geeignete mehrkernige zweiwertige Phenole konnen folgende 
Formel haben: 



EN 979 005 



- 12 - 



0019802 




(A J 



r y 



HO 



Ar 



- R' - Air 



OH 



in der Ar ein aromatischer zweiwertiger Kohlenwasserstof f- 
rest wie Naphthalin und vorzugsweise Phenylen ist. A und A^ , 
welche gleich oder verschieden sein konnen, sind Alkylreste, 
vorzugsweise mit 1 bis 4 Kohlenstof f atomen, Halogenatome 
wie Fluor I Chlor, Brom und Jod, oder Alkoxyreste mit vor- 
zugsweise 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. x und y sind ganze 
Zahlen mit einem Wert von 0 bis zu einem Maxiraalwert, der 
der Anzahl der Wasserstof f atome am aroma tischen Rest (Ar) , 
die durch Substituenten ersetzt werden konnen, entspricht. 
R^ ist eine Bindung zwischen benachbarten Kohlenstoff- 
atomen wie in Dihydroxydiphenyl oder ein zweiwertiger Rest, 
beispielsweise -0-, -SO-, -SO2- und -S-S-, oder 

ein zweiwertiger Kohlenwasserstof frest wie Alkylen, 
Alkyliden; ein cycloaliphatischer Rest wie Cycloalkylen und 
Cycloalkyliden; mit Halogen, Alkoxy oder Aryloxy sub- 
stituierte Alkylen-, Alkyliden- und cycloaliphatische Reste, 
wie auch Alkarylen und aromatische Reste wie halogen-, 
alkyl-r alkoxy- oder aryloxysubstituierte aromatische Reste 
und ein Ring, der an einen aromatischen Ring ankondensiert 
ist. R^ kann Polyalkoxy, Polysiloxy, oder zwei oder mehrere 
Alkylidenreste, welche durch einen aromatischen Ring ge- 
trennt sind, eine tertiare Aminogruppe, eine fitherbindung , 
eine Carbonylgruppe oder eine schwef elhaltige Gruppe wie 
Sulfoxid und dergleichen sein. 

Beispiele geeigneter zweiwertiger mehrkerniger Phenole 
schlieflen unter anderem die Bis- (hydroxyphenyl) -alkane wie 
2 , 2-Bis- ( 4-hydroxypheny 1) propan; 2,4' -Dihydroxydiphenyl- 
methan, Bis- (2-hydroxyphenyl) -methan; Bis- (4 -hydroxy phenyl) - 
methan? Bis (4 -hydroxy- 2 , 6-dimethyl-3-methoxyphenyl) methan; 
1 , 1 -Bis- (4-hydroxypheny 1) athan; 1 r 2-Bis- (4-hydroxypheny 1) - 
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athan, 1 , 1-Bis (4-hydroxy-2-chlorphenyl) athan, 1 J-Bis(3- 
methyl-4-hydroxyphenyl) athan; 1 , 3-Bis- ( 3-methyl-4-hydroxy- 
pheny 1) propran; 2 , 2-Bis- ( 3-phenyl-4-hydroxypheny 1) propan; 
2 ; 2-Bis- (3-isopropyl-4-hydroxyphenyl) propan; 2, 2-Bis (2- 
isopropyl-4-hydroxyphenyl) propan; 2, 2-Bis (4-hydroxy- 
naphthyl) propan; 2, 2-Bis- (4-hydroxyphenyl) pentan; 3,3- 
Bis- ( 4-hydroxyphenyl) pentan; 2 , 2-Bis- ( 4-hydroxyphenyl) - 
heptan; Bis- ( 4-hydroxyphenyl) -phenylmethan; Bis- (4-hydrpxy- 
phenyl) cyclohexylmethan; 1 , 2-Bis- (4-hydroxyphenyl) -1 r 2- 
bis- (phenyl) propan und 2, 2-Bis- (4-hydroxyphenyl) -1-phenyl- 
propan? Dihydroxyphenylsulfone wie Bis (4-hydroxphenyl) - 
sulfon; 2,4'-Dihydroxydiphenyl-sulfon; 5 ' -Chlor-2, 4 ' -di- 
hydroxydiphenyl-sulf on und 5 * -Chlor-4 , 4 ' -dihydroxydipheny 1- 
sulfon; Di-(hydroxyphenyl)ather wie Bis- (4-hydroxyphenyl) - 
ather, die 4,3'- 4,2'-; 2,2'-, 2, 3 ' -Dihydroxydiphenyiather ; 
4 , 4' -Dihydroxy-2, 6-diinethyldiphenyl-ather ; Bis- (4-hydroxy- 
3-isobutylphenyl) Sther ; Bis- (4-hydroxy-3-isopropylphenyl) 
ather; Bis- (4-hydroxy-3-chlorphenyl) Sther ; Bis- (4-hydroxy- 
3-f luorphenyl) ather ; Bis- (4-hydroxy-3-bromphenyl) ather , 
Bis- (4-hydroxynaphthyl) ather; Bis- (47hydroxy-3-chlor- 
naphthyl) ather, ; Bis- ( 2-hydroxydiphenyl) ather ; 4,4* -Di- 
hydroxy-2 , 6-dimethoxydiphenyl-ather und 4,4' -Dihydroxy- 
2 , 5-diathoxydiphenyl- ather . 

Die bevorzugten zweiwertigen mehrkernigen Phenole werden 
dargestellt durch die allgemeine Formel: 



in der A und die zuvor definierten Reste bedeuten, x und 
y Werte zwischen 0 und 4 je einschlieSlich aufweisen und 

ein zweiwertiger gesattigter aliphatischer Kohlenwasser- 
stoffrest ist, vorzugsweise Alkylen oder Alkyliden mit 
1 bis 3 Kohlenstof fatomen und Cycloalkylenreste mit bis zu 
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10 Kohlenstof fatomen einschlieBlich. Das am meisten bevor- 
zugte zweiwertige Phenol ist Bisphenol A, d. h. 2r2-Bis(p- 
hydroxyphenyl) propan. 

Das Halo-epoxyalkan kann durch die allgemeine Formel darge- 
stellt warden: ; 



p eine ganze Zahl von 1 bis 8 und jeweils Wasserstoff 
Oder eine Alkylgruppe mit bis zu 7 Kohlenstof fatomen be- 
deuten und die Anzahl der Kohlenstof fatorae in jeder Epoxy- 
alkylgruppe im allgemeinen 10 nicht iiberschreitet. 

wahrend Glycidy lather r welche sich von Epichlorhydrin ab- 
leiten, zur DurchfOhrung der Erfindung besonders geeignet 
sind/ sind Epoxidpolymere, die Epoxyalkoxygruppen mit einer 
grSBeren Anzahl von Kohlenstof fatomen enthalten, auch ge- 
eignet, Diese werden hergestellt, indem man Epichlorhydrin 
durch Cloride oder Bromide von Monohydroxyepoxyalkanen er- 
setztr beispielsweise durch 1-Clor-2, 3-epoxybutan; 1-Chlor- 
3 , 4-epoxybutan; 2-Chlor-3 ^ 4-epoxybutan; 1 -Chlor-2-methyl-2 , 
3-epoxy-propan; 1 -Brom-2 , 3-epoxy-pentan; 2-Chlormethyl-1 , 2- 
epoxybutan; 1 -Brom-4-methyl-3 r 4-epoxypentan? 1 -Brom-4-athyl- 
2 f 3-epoxypentan; 4-Chlor-2-methyl-2, 3-epoxypentan; 1-Chlor- 
2r3-epoxyoctan; 1-Chlor-2-methyl-2r3-epoxyoctan oder 1-Chlor- 
2 1 3-epoxydecan. 

Die Polyepoxide haben im allgemeinen eine Viskositat im 
Bereich von 400 bis 3000 cP bei 25^ C und e in Molekular- 
gewicht von 170 bis etwa 250. Wenn es gewiinscht wird, 
kann auch ein Verdiinnungsmittel zusammen mit dem Polyepoxid 
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in der X ein Halogenatom, d. h. Clor, Brom und dergleichen. 
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Polyepoxid verwendet warden, damit die ViskositSt des Poly- 
epoxids und des Verdiinnungsmittels bei 25° C zwischen etwa 
400 und 3000 cP liegt, Als Verdiinnungsmittel kommen aroma- 
tische Kohlenwasserstof f e wie Toluol und Xylol in Frage. 

5 

Die Zusammensetzung mufl auch einen Bestandteil enthalten, 
der das Kleben verhindert, der aber mit dem Polymeran- 
teil der Zusammensetzung vertrSglich ist. Dieses Mittel 
reduziert die Klebrigkeit der Zusammensetzung, wodurch sie 

10 sich im Siebdruckverf ahren, das zum Auftragen der Zusammen- 
setzungen in einem vorbestimmten Muster auf Unterlagen an- 
gewendet wird, leichter auftragen IMBt. Dies ist besonders 
wichtig, weil bei zunehraender Feinheit der Siebe die Kon- 
trolle der Klebrigkeit und auch der ViskositSt an Bedeu- 

15 tung zunimmt. 

Das Mittel, welches das Kleben der Zusammensetzung ver- 
hindert, dient auch zur Einstellung der ViskositSt, damit 
die gewiinschte ViskositSt der Zusammensetzung fiir den Sieb- 

20 druck erhalten wird und damit die im Siebdruck verarbeitbare 
Zusammensetzung, insbesondere fflr den beabsichtigten Zweck 
der vorliegenden Erfindung, bei der Herstellung von elek- 
tronischen Schaltungen geeignet ist. Was das Nichtklebrig- ; 
sein anbetrifft, so darf die Zusammensetzung bei ihrem 

25 Auftrag nicht am Sieb kleben bleiben, sonst findet eine 
Verformung des Musters statt bei der Entfernung von der 
Unterlage. 

Das Mittel, das das Kleben der Zusammensetzung verhindert, 
30 wird tatsSchlich wahrend des Trocknens und/oder der L5t- 
operation durch Zersetzung und Verdampfung entfernt. Das 
Mittel, das das Kleben verhindert, sollte nicht in uner- 
wiinschtem Mafie verkohlen und einen Kuckstand auf der Unter- 
lage zurticklassen, der im nachfolgenden Reinigungs- und 
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Entf ernungsverf ahren schwiertg zu entfernen ist. 

Es wurde gemas der vorliegenden Erfindung gefunden, daB, 
wenn das Polymer des f ilmbildenden Polymer antei Is ein Poly- 
imid/amid ist, dafl das, das Kleben verhindernde Mittel ein 
fliissiges SiliconSl, ein trocknendes 01, ein Terpen Oder 
ein Terpineol sein kann. Wenn es gewUnscht wird, kttnnen 
auch Mischungen dieser bestimraten, das Kleben verhindernden 
Mittel angewendet werden, solange sie untereinander ver- 
trSglich sind. 

Wenn das filmbildende Polymer ein flUssiges Polyepoxid ist, 
enthait das das Kleben verhindernde Mittel ein fliissiges 
SiliconSl. Es ist wesentlich, dafl bei Anwendung eines flQs- 
sigen Polyepoxids als f ilmbildendes Polymer ein Siliconai 
als das Kleben verhinderndes Mittel verwendet wird, weil 
das SiliconSl bei der nachf olgenden Polymerisation des 
Epoxids vor dem Kontakt mit der LStzusammensetzting mitwirkt. 
Die das Kleben verhindernden Mittel, die erf indungsgemSB 
verwendet werden, weisen im allgemeinen ViskositSten von 
etwa 25 bis 500 cP bei 25° C auf . 

Die f lussigen Siliconole, die erf indungsgemSB verwendet wer- 
den konnen, sind gut bekannte Materialien. Beispielsweise 
enthalten viele Silicone zwei oder mehr Siloxaneinheiten, 
wie aus der nachfolgenden Formel einer mittleren Einheit 
ersichtlich ist. 



Im einzelnen ist jeder Rest R ein Alkyl-, Cycloalkyl-, 
Alkenyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Cycloalkenyl-Rest, ein halo- 
geniertes Derivat der zuvor angegebenen Reste und ein, 
Cyanalkyl-Rest, OR-j ist ein Alkoxy- oder Acyloxy-Rest. Wenn 
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es gewiinscht wird, konnen auch Mischungen der oben defi- 
nierten Reste R und OR-j angewendet warden. 

Im allgemeinen hat x einen Wert von etwa 0 bis 1 , y einen 
Wert von etwa 0 bis 1 und die Summe x + y einen Wert von 
etwa 0 bis 1 und z einen Wert von etwa 1 bis 2. 

Der Rest R wird vorzugsweise gewahlt aus einer Gruppe von 
Niedrigalkyl-Resten mit 1 bis 18 Kohlenstoff atomen; aus 
Cycloalkyl-Resten mit 5 bis 7 Kohlenstoff atomen im Ring; 
Niedrigalkyl-Resten mit 2 bis 8 Kohlenstoff atomen; ein- 
kernigen Aryl-Resten; einkernigen Aryl-Niedrigalkyl-Resten 
mit 1 bis 6 Kohlenstoff atomen -in der Alkylgruppe; Cyclo- 
alkenyl-Resten mit 5 bis 7 Kohlenstoff atomen im Ring und 
halogenierten Derivaten dieser Reste. 

Im einzelnen wird R gewahlt aus der Klasse der Niedrig- 
alkyl-Reste, d. h. aus Resten wie Methyl, Xthyl, Propyl, 
Butyl, Octyl und Octadecyl; aus Cycloalkyl- und Cyclo- 
alkenyl-Resten mit 5 bis 7 Kohlenstoff atomen im Ring, d. h, 
aus Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl und Cyclohexenyl- 
Resten; aus Niedrigalkenyl-Resten, d. h. aus Vinyl- und 
Allyl-Resten; aus einkernigen Aryl-Resten, d. h. aus Phenyl, 
Tolyl und Xylyl-Resten; aus einkernigen Aryl-Niedrigalkyl- 
Resten, d. h. aus Benzyl- und Phenyl^thyl- Resten; halo- 
genierten Derivaten der zuvor angegebenen Reste und Cyan- 
alky 1-Resten, d. h* aus Chlormethyl, g-Chlorathyl, Chlor- 
phenyl, Dibromphenyl und Trif luormethylathyl-Resten. Vor- 
zugsweise wird R gewahlt aus der Klasse von Methyl, Xthyl 
und Phenyl. 

Der Alkoxy-Rest OR-, wird gewahlt aus der Klasse der Niedrig- 
alkoxy-Reste mit 1 bis 8 Kohlenstoff atomen, d* h. aus 
Methoxy, fithoxy, Propoxy und Isopropoxy-Resten. Der Acyl- 
Rest R-CO ist ein Acyl-Rest einer gesattigten aliphatischen 
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MonocarbonsSure wie Formyl, Acetyl, Propionyl, Butyryl, 
Hexoyl, 2-Xthylhexoylr Octanoyl, Isovaleryl und Stearyl, 
wobei Acetyl bevorzugt wird. Es sei auch bemerkt, daB 
Copolymerer welche zwei Oder mehr verschiedene Siloxanein- 
5 heiten enthalten, verwendet werden konnen. Als Endgruppen 
konnen in den Siliconf lUssigkeiten diejenigen, welche zur 
Blockierung von Endgruppen bei Siliconpolymeren bekannt 
sind, verwendet werden. Als bevorzugte Siliconf lUssigkeiten 
gemSfl der vorliegenden Erfindung kommen flUssige Poly- 

10 dimethylsiloxane und insbesondere solche, bei denen beide 
Enden des Polymeren mit drei Methylgruppen besetzt sind, 
in Frage- Die Anzahl der sich wiederholenden Einheiten des 
Silicons wird so-gewShlt, daS eine Viskositat der Siliconzu- 
sainmensetzung im Bereich von etwa 50 bis 500 cP bei 25^ C 

15 erhalten wird. Die Viskositat soli vorzugsweise bei etwa 
100 bis 300 cP liegen. 

Eine andere Klasse der das Kleben verhindernden Mittel, 
welche erf indungsgemao verwendet werden kaxmen, wenn das 

20 filmbildende Polymer ein Polyimid/amid ist^ umfaBt die 

trocknenden Ole. Die Verwendung trocknender Ole schlieBt 
natiirliche trocknende Ole ein^ die bekannt sind als Glyceride 
von Fettsauren, welche zwei Oder mehr Doppelbindungen er- 
halten, wobei durch Aussetzen an Luft der Luf tsauerstof f 

25 absorbiert werden kann unter Erhalt von Peroxiden, welche 
die ungesattigten Telle katalisieren. Eingeschlossen sind 
auch die Glyceride der athylenisch ungesattigten Fettsauren 
dieser Ole selbst und andere naturliche und synthetische 
athylenisch ungesattigte Ester mit ahnlichen Eigenschaf ten. 

30 

Als das Kleben verhinderndes Mittel gemafl der vorliegenden 
Erfindung konnen bei Verwendung von Polyimid/amid als film- 
bildendes Polymer auch Terpene, beispielsweise Terpentin, 
verwendet werden. Als das Kleben verhinderndes Mittel kOnnen 

EN 979 005 



-19- 0019802 

auch eines Oder mehrere der Terpineole, beispielsweise X- 
Terpineol verwendet werden. 

Wenn es gewiinscht wird, kannen auch Mischungen der ver- 
schiedenen Mittel zur Verhinderung des Klebens verwendet 
werderi/ unter dav Voraussetzung/ daB sie untereinander 
und mit dem speziell verwendeten Polymer vertrSglich sind, 

Als das Kleben verhinderndes Mittel muii ein solches ver- 
wendet werden, das im wesentlichen aus der Zusaininensetzung 
wahrend des Trocknens und/oder Lotens durch Zersetzung 
Oder Verdampfung entfernt wird* Es sollte auch nicht im 
groBeren Ausmafi verkohlen und einen unerwUnschten Rtick- 
stand auf der OberflSche der Unter lage zurticklassen, wel~ 
cher anschliefiend schwierig zu entfernen ist. 

Die im Siebdruck verarbeitbare und wieder entfernbare L5t- 
maskenzusammensetzung der vorliegenden Erfindung enthSlt 
auch einen festen Fullstoff • Der feste Fxillstoff mu0 er- 
hohten Temperaturen ausgesetzt werden kSnnen. Insbesondere 
muB er gegen erhohte Temperaturen, die beim Aufbringen des 
heiBen Lotes auftreten, bestSndig sein und wenigstens etwa 
300^ C und vorzugsweise wenigstens etwa 350 C aushalten. , 
Das Lot wird im allgemeinen bei Temperaturen zwischen etwa 
300 und 400^ C aufgetragen. Beispiele einiger geeigneter 
fester, hochtemperaturbestandiger FUllstoffe schlieflen ge- 
mahlenes Glas, Zinkoxid, Siliciumdioxid, Aluminiumoxid, 
Diamantenstaub und die hochtemperaturbestandigen Sand- 
sorten ein. 

Der verwendete Fiillstoff hat im allgemeinen eine Teilchen- 
groBe von etwa 0,1 bis etwa 20 ]m und vorzugsweise von etwa 
0,1 bis 5 pm* Es ist wesentlich, daB der Fiillstoff eine 
feine TeilchengroBe besitzt, damit er sich fur die Her- 
stellung mehrlagiger elektronischer Schaltkreise eignet. 
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Die Menge des Fvillstoffs wird so gewShlt, dafl die Zusammen- 
setzung leicht nach ihrer Verwendung von der Dnterlager bei- 
spielsweise durch blosses Waschen entfernt werden kaim. Es 
wird angenommen, dafi der Flillstoff dazu neigt, die Poly- 
merisation Oder die Vemetziing des f ilinbildenden Materials 
2u Molektilen von sehr groflem Molekulargewicht zu verzogern, 
wodurch verhindert wird, dafl das Polymer zu zSh an der Unter- 
lage haftet. Andererseits Mssen der Typ, die Grefie und die 
Menge des Piillstoffs so gewShlt werden, dafl die Bindung 
zwischen der Unterlage und der Zusamraensetzung nicht in dem 
Mafie zerstSrt wird, dafl eine Verwendung der Zusammensetzung 
als Lotmaske ausgeschlossen ist^ Die Zusammensetzung sollte 
auch im wesentlic'hen, wenn nicht ganz, frei von HSrtungs- 
mitteln fiir die Polymer en der Zusammensetzung sein. 

Die erfindungsgemafl verwendeten Zusammensetzungen weisen 
im allgemeinen eine Viskositat von etwa 700 bis 15000 cP 
bei 25^ C auf . Bevorzugte Viskositaten der Zusammenset- 
zungen liegen zwischen etwa 1000 und 13000 und besonders 
bevorzugte zwischen etwa 7000 bis etwa 12500 cP bei 25*^ C. 

Das Verhaitnis des f ilrabildenden Polymers im Polymeranteil 
der Zusammensetzung relativ zu dem das Kleben verhindernden 
Mittel liegt im allgemeinen zwischen etwa 2 : 1 und 1 : 3 
und vorzugsweise zwischen etwa 1 : 1 und 2:3. Das Ver- 
haltnis von FUllstof f relativ zu der f ilmbildenden Polymer- 
komponente des Polymer anteils der Zusammensetzung liegt 
zwischen etwa 1 : 6 bis 6 : 1 und vorzugsweise bei etwa 
2 : 1 bis 6:1. Die Zusammensetzung darf mit dem Lot unter 
dessen Anwendungsbedingungen nicht mischbar sein. Es sollten 
auch die Bestandteile der Zusammensetzung miteinander ver- 
traglich sein. 

Ein typisches Verfahren fiir die Anwendung der im Siebdruck 
verarbeitbaren und wieder entfernbaren Lotmaskenzusammen- 
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setzung gemMS der vorliegenden Erfindung umfaBt das Auf- 
tragen der Lotzusammensetzung auf eine Unterlage, beispiels- 
weise auf ein keramisches Substrat in einem bestimmten Be- 
reich, in dem der integrierte Schaltkreis-Chip anschliefiend 
befestigt wird. Ein keramisches Material wird hergestellt 
durch die Einwirkung von Hitze auf bestimmte Erden als Roh- 
material, Bevorzugte keramische Unterlagen enthalten Si- 
liciumdioxid und Silicate ^ wie Aluminiuitisilicat und Alurai- 
niumoxide. 

Die Unterlagen kSnnen vorgebildete Locher enthalten^ durch 
die Eingangs- und Ausgangs-Stif te eingefiihrt werden kOnnen^ 
die aus einer OberflSche der Unterlage hervorragen und die 
zur Befestigung sin Schaltkreiskarten oder Flatten dienen. 
Die Stif te ragen auch ganz geringf Ugig aus der anderen Ober- 
flache, die als Rtickseite bezeichnet wird, heraus^ so dafl 
sie mit der Schaltung auf der Rtickseite in Kontakt sind, die 
ihrerseits eine Verbindung zwischen dem integrierten Schalt- 
kreis-Chip, welcl\es auf die Rtickseite der Unterlage auf- 
getragen wird, herstellt. Der Bereich^ der vor dem Lot ge- 
schiitzt und abgeschirmt werden soli, wird durch Anwendung . 
eines Siebdruckverf ahrens bestimmt. Der Oberzug wird im 
allgemeinen auf die Unterlage in Schichtdicken von etwa 
0,025 mm bis 0,635 mm, vorzugsweise von etwa 0,127 mm bis 
etwa 0,25 mm und insbesondere bevorzugt in einer Schicht- 
dicke von etwa 0,051 mm bis etwa 0,076 mm aufgetragen. 

Die beschichteten Unterlagen werden dann getrocknet, um 
eine HSrtung der Uberzugszusammensetzung zu bewirken. Das 
Trocknen wird im allgemeinen bei etwa 50 bis 150° C durch- 
gefiihrt und ist nach etwa 10 bis 30 Minuten abgeschlossen. 
Dieser Schritt kann auch bis zu einem gewissen Grad, wenn 
auch nicht vollstandig, die Zersetzung und Verdampfung des 
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das Kleben verhindernden Mittels der Zusammensetzung be- 
wirken. Die Unterlagen werden dann mit Stiften versehen 
unter Verwendung der hierfOr iiblichen Vorrichtungen. Weniger 
vorzuziehen ist/ die Unterlagen vor Auftragen der Beschich- 
tung mit Stiften zu versehen. Nach dem Anbringen der Stifte 
und dem Harten der Oberzugszusammensetzung werden die Unter- 
lagen rait LStzinn versehen oder mit dem Lot in einem Tauch- 
beschichter Oder mittels einer Lotwelle versehen. WShrend 
des Lotens oder Verzinnens sind die Bereiche/ die mit einer 
Lotmaske bedeckt sind, vor dem Lot geschiitzt. Das Lot oder 
Zinn haftet nur an dem f reiliegenden Kupfer der Unterlagen, 
d. h. an den Stiften und in den Bereichen um dieselben. 
Das Zinn oder Lot wird im allgemeinen bei Temperaturen 
zwischen 300 und 400^ C aufgetragen, Wahrend des Lotens 
zersetzt sich das noch vorhandene Mittel zum Verhindern 
des Klebens und verdampft. 

Nach dem Abschrecken der gelSteten Unterlage und den da- 
mit verbundenen schnellen Temper aturwechsel und der Kon- 
traktionsunterschiede zwischen Unterlage und Zusammen- 
setzung bricht die Maskenzusammensetzung und 15st sich von 
der Unterlage. Irgendwelche noch zuriickbleibende Masken- 
zusammensetzung kann von der Unterlage durch leichtes 
Biirsten und/oder durch kurzzeitiges Anwenden eines LQsungs- 
mittels wie N-Methyl-2-pyrrolidon oder TrichlorSthylen 
Oder PerchlorSthylen entfernt werden. Der Kontakt mit den 
Losungsmitteln sollte herbeigefuhrt werden, wahrend die 
Unterlage sich auf einer Temper atur zwischen 100 und 180*^C 
befindet und zwar etwa 10 Sekunden bis 2 Minuten nach Be- 
endigung der LStoperation. Der Kontakt mit den LSsungs- 
mitteln dauert im allgemeinen etwa 4 Sekunden bis etwa 
60 Sekunden und vorzugsweise etwa 4 bis etwa 25 Sekunden. 

Das Losungsraittel kann auf die Unterlage aufgespriiht werden, 

2 

beispielsweise bei Drucken von etwa 0,7 bis 5,62 kp/cm und 
vorzugsweise von 2,11 bis 4,22 kp/cm^. Wenn es gewUnscht 
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wird, kann die Unterlage auch bewegt werden, beispielsweise 
mit etwa 20 bis 30 Schwingungen mit einer seitlichen Aus- 
lenkung von etwa 1,27 bis 5,08 mm Oder bei 120 bis 160 
Schwingungen mit einer seitlichen Auslenkung von etwa 
0,127 bis 0,635 mm, wodurch die Entfernung von Teilchen 
bewirkt wird. Weiterhin kann ein Luftstrahl auf die Unter- 
lagen gerichtet werden und in verstSrktem Mafle die Ent- 
fernung irgendwelcher Teilchen, die von der LStmaske zurilck- 
bleiben, bewirken. Es sei bemerkt, dafi, wenn die Unter- 
lagen vor Entfernung der Lotmaskenzusammensetzung durch 
Einwirkung der LSsungsmittel auf Zimmertemperatur ab- 
gekiihit werden, es erforderlich ist, die Unterlagen wieder 
mit einem LStf luflmittel und Lotzinn zu versehen und dann 
abzuschrecken, urn die Entfernung der LStmaskenzusammen- 
setzung zu diesem Zeitpxinkt des Verfahrens zu erleichtern. 

Das Lfiten wird im allgemeinen nach etwa 5 bis 25 Sekunden 
abgeschlossen- Die Unterlagen sind dann fur weitere Ver- 
fahrensschritte bereit, beispielsweise fiir die Belegung 
mit den gewUnschten integrierten Schaltkz:eis-ChipS/ wobei 
nur das Lot auf dem Chip zur Befestigung an der Unterlage 
dient im Gegensatz z\m Stand der Technik, nach dem beide, 
Chip und Unterlage, Lot enthalten. Wie zuvor beschrieben, 
bietet die Erfindung eine Reihe wesentlicher Vorteile, 
insbesondere bei der Herstellung von mehrlagigen Schaltungen 
unter Verwendung integrierter Schaltkreise. Einige Vorteile 
sind die Eliminierung einer hohen Menge an Lot zwischen 
Chip und AnschluBstelle, die Eliminierung von Kurzschliissen 
im Chip-Anschluflstellenbereich, die Vermeidung von Lot- 
f luSmittelf lecken im Chip-AnschluSstellenbereich, die Ver- 
meidung einer Chromabscheidung oder eines Kurzschlusses im 
Chip-Anschlufistellenbereich, die Bereitstellung einer ebenen 
Flache fur die Chip-Ausrichtung und das Aufschmelzen des 
Lotes und die Vermeidung der Verkleinerung der Chip- An- 
schluBstelle. Beispielsweise wird normalerweise wahrend der 
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eine endliche Menge Kupfer in dem Lot gelost. Dementspre- 
chend reduziert diese Entfernung von Kupfer die Kupfermenge 
im Anschluflstellenbereich. 

5 Die Erfindung wird anhand der nachf olgenden AusfUhrungs- 
beispiele nSher erlautert. 

Beispiel 1 

Eine Zusammensetzung, die etwa 20 Gewichtsteile eines 

10 Epichlorhydrin-BisphenolrA Epoxidharzes mit einem Molekular- 

gewicht von etwa 200, das unter der Handel sbezeichnung 

Shell Epon 28 erhSltlich ist, etwa 65 Gewichtsteile Silicixim- 

dioxid mit einer PartikelgrSfle von etwa 0,3 um und etwa 

15 Gewichtsteile Polydimethylsiloxan, dessen Enden mit 

1 5 Methylgruppen blockiert sind und das eine Viskositat von 

etwa 200 cP aufweist und von Dow Corning unter der Handels- 

bezeichnung Fluide Nr. 200 erhSltlich ist, enthMlt, wird 

gemischt. Die Zusammensetzung wird im Siebdruck auf eine 

mit Kupfer beschichtete keramische Unter lage aufgetragen 

20 und etwa 25 Minuten lang bei etwa 150^ C getrocknet. Nach- 

dem die Unter lage mit den Eingangs- und Ausgangs-Stif ten 

versehen ist, wird die Unter lage einer Lotoperation unter- ; 

worfen unter Verwendung eines Zinn-/Blei-Lotes (90 : 10) 

wahrend 15 Sekunden bei 360*^ C. Die Unter lagen werden dann 

25 auf eine Temperatur von etwa 150° C abgeschreckt und rait 

2 

PerchlorSthylen bei einem Druck von etwa 4,22 kp/cm be- 
spriiht. Die Maskenzusammensetzung wird dann von der Unter- 
lage entfernt. Ein integriertes Halbleiterchip aus Silicium, 
welches mit Lotmittel versehen ist, wird im Chip-Anschlufi- 

30 bereich auf die Unterlage aufgebracht und durch Auf schmelzen 
des Lotes befestigt. Als Ergebnis wird eine ebene Anschlufl- 
stelle zwischen Chip und Unterlage erhalten. Tests, mit 
denen die Zugkraft festgestellt wird, die zur Entfernung 
des Chips von der Anschluflstelle erf order lich ist, zeigen 

35 an, daS die Zugkraft die gleiche ist wie bei einem Standard- 
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die gleiche ist wie bei einem Standardverf ahren, bei dem 
sowohl das Chip wie auch die AnschluSsteile Lot ent- 
halten. 

Beispiel 2 

Das allgemeine Verfahren von Beispiel 1 wird wiederholt 
mit der Ausnahme, dafl die verwendete Uberzugszusainmen- 
setzung etwa 15 Gewichtsteile Shell Epon 28 Harz; etwa 
70 Gewichtsteile Zinkoxid mit einer TeilchengroSe von etwa 
1 pn und etwa 15 Gewichtsteile Polydiiuethylsiloxan des 
Typsi der in Beispiel 1 verwendet wird, enthSlt. Es werden 
ahnliche Ergebnisse wie in Beispiel 1 erhalten. 

Beispiel 3 

Das allgemeine Verfahren von Beispiel 1 wird wiederholt 
mit der Ausnahme, daB die verwendete Beschichtungszusammen- 
setzung etwa 15 Gewichtsteile Shell Epon 28 Epoxidharz; 
etwa 70 Gewichtsteile gemahlenes Glas mit einer Teilchen- 
gr5Be von etwa 10 /am und etwa 15 Gewichtsteile Polydimethyl- 
siloxan des Typs, der in Beispiel 1 verwendet wird, ent- 
halt. Es werden ahnliche Ergebnisse wie in Beispiel 1 er- 
halten. 

Beispiel 4 

Das allgemeine Verfahren von Beispiel 1 wird wiederholt 
mit d^r Ausnahme, daB die verwendete Beschichtungszusammen- 
setzung etwa 10 Gewichtsteile eines Polyimid/amidharzes 
aus Pyromellithsauredianhydrid und 4 , 4 ' -Diaminodiphenyl- 
ather, das im Handel unter der Warenbezeichnung AI 10 von 
Amoco erhaitlich ist; etwa 30 Gewichtsteile N-Methyl-2- 
pyrrolidon; etwa 12 Gewichtsteile Polydimethylsiloxan des 
Typs, der in Beispiel 1 verwendet wird und etwa 48 Gewichts- 
teile Zinkoxid mit einer Teilchengrofie von etwa 1 urn ent- 
hait. 
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Es werden Shnliche Ergebnisse wie tn Beispiel 1 erhalten, 
mit der Ausnahme/ daB die Zusammensetzung eine verbesserte 
FlexibilitMt aufweist. Des weiteren wurde die zuriickbleibende 
Zusammensetzung von der Unterlage entfernt, indem sie an- 
5 s telle des Bespriihens mit Perchlorathylen etwa 30 bis 45 Se- 
kunden lang in heifles N-Methyl-2-pyrrolidon (60 bis 85° C) 
getaucht wxirde, um eine vollstSndige Entfernung des Uber- 
zugs zu gewShrleisten. 

10 Beispiel 5 

Das allgemeine Verfahren^ das in Beispiel 4 beschrieben ist, 
wird wiederholt mit der Ausnahme r dafl die Zusammensetzung 
etwa 10 Gewichtsteile Polyimid/amid; etwa 25 Gewichtsteile 
15 N-Methyl-2-pyrrolidon; etwa 15 Gewichtsteile Polydimethyl- 
siloxan des Typs, der in Beispiel 1 verwendet wird und etwa 
50 Gewichtsteile gemahlenen Glases mit einer TeilchengrSBe 
von etwa 5 pi enthSlt. Es werden SUinliche Ergebnisse wie 
in Beispiel 4 erhalten. 

20 

Beispiel 6 

Das allgemeine Verfahren von Beispiel 1 wird wiederholt 
mit der Ausnahme, daB die Zusammensetzung etwa 20 Gewichts- 

25 telle Shell Epon 28 Expoxidharz; etwa 20 Gewichtsteile Poly- 
dimethylsiloxan des Typs, der in Beispiel 1 verwendet wird; 
etwa 32 Gewichtsteile Zinkoxid mit einer TeilchengrSBe von 
etwa 1 um und etwa 28 Gewichtsteile Glaspulver mit- einer 
TeilchengroBe von etwa 10 pn enthSlt. Es werden ahnliche 

30 Ergebnisse wie in Beispiel 1 erhalten. Die Zusammensetzung 
wird im wesentlichen wShrend des Abschreckens entfernt. 

Beispiel 7 

35 Das allgemeine Verfahren von Beispiel 6 wird wiederholt mit 
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der Ausnahme, daB die Zusammensetzung hergestellt wlrd, in- 
dem eine Mischung mit einem Gehalt an 16 Gewichtsteilen Poly- 
imid/amid und etwa 84 Gewichtsteilen N-Methyl-pyrrolidon 
mit einer Mischung aus etwa 15 Gewichtsteilen Glaspulver 
mit einer TeilchengrSBe von etvra 2 bis 3 p und 45 Gewichts- 
teilen Or-Terpineol kombiniert wird. Das Glaspulver und das 
X-Terpineol werden vor der Zugabe zu dem Polyimid/amid in 
einer Kugelraiihle 24 Stunden vorgemischt, um eine einheit- 
liche Mischung zu gewShrleisten. Die Mischung aus Poly- 
imid/amid und N-Methyl-pyrrolidon ist im Handel unter der 
Handelsbezeichnung PI 2550 von Du Pont erhSltlich. Dann wird 
die zuvor angegebene Mischung weitere 24 Stunden lang in 
einer Kugelmtihle* gemahlen, um eine einheitllche Zusammen- 
setzung zu gewShrleisten. Es werden Shnliche Ergebnisse wie 
inBeispiel 4 erhalten. 

Beispiel 8 

Das allgeraeine Verfahren von Beispiel 4 wird wiederholt mit 
der Ausnahme, dafl die anzuwendende Zusammensetzung herge- 
stellt wird aus einer Mischung von etwa 16 Gewichtsteilen 
Polyimid/amid und etwa 84 Gewichtsteilen N-Methyl-pyrrolidon 
des Typs, der in Beispiel 7 verwendet wird und einer Mischung 
von etwa 3 Gewichtsteilen Cabosil (Silica- aerogel) mit 
einer TeilchengroBe von etwa 1 bis etwa 5 jam xind 30 Ge- 
wichtsteilen*^Terpineol. Das Cabosil und^Terpineol werden 
zusammen etwa 8 bis 12 Stunden bei 25*^ C in einer KugelmUhle 
gemahlen vor der Zugabe zu der Polyimid/amid-Zubereitung. 
Die Gesamtmischung wird weitere 12 bis 24 Stunden in einer 
Kugelmtihle gemahlen, um eine entsprechende Vermischung zu 
gewahrleisten. Es werden ahnliche Ergebnisse wie in Bei- 
spiel 4 erhalten. 

Beispiel 9 

Das allgemeine Verfahren von Beispiel 4 wird wiederholt mit 
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der Ausnahme, daS eine Zusammensetzung, welche aus einer 
Mischung von etwa 16 Gewichtsteilen Polyimid/amld und etwa 
84 Gewichtsteilen N-Methyl-2-pyrrolidon des TypSr der in 
Beispiel 7 verwendet wird und einer Mischung aus etwa 10 Ge- 
5 wichtsteilen Aluminiumoxid mit einer TeilchengrSBe von etwa 
10 /jm und etwa 30 Gewichtsteilen U--Terpineol hergestellt 
wird, verwendet wird. Das Aluminiumoxid und das :^Terpineol 
werden 8 bis 12 Stunden lang in einer Kugelmiihle vorgemischt, 
Danach wird die Zusammensetzung weitere 12 bis 24 Stunden 
10 lang in einer KugelmUhle gemahlen, urn eine einheitliche 
Mischung zu gewahrleiste'n. Es werden ahnliche Ergebnisse 
wie in Beispiel 4 erhalten, 

Beispiel 10 

Das allgemeine Verfahren, das in Beispiel 4 beschrieben ist, 
wird wiederholt mit der Ausnahme, daB die verwendete Zu- 
sammensetzung hergestellt wird aus einer Mischung von etwa 
16 Gewichtsteilen Polylraid/amid und etwa 84 Gewichtsteilen 

20 N-Methyl-2-pyrrolidon des Typs, der in Beispiel 7 verwendet 
wird und einer Mischung von etwa 15 Gewichtsteilen Zinkoxid 
mit einer Teilchengrofle von etwa 10 pi und etwa 30 Gewichts- 
teilen *6-Terpineol. Die Mischung des Zinkoxids rait dem 
Terpineol wird vor der Zumischung der Polyimid/amid-Zusammen- 

25 setzung etwa 18 bis 24 Stunden lang in einer Kugelmuhle ge- 
mcihlen. Danach wird die Gesamtzusammensetzung fiir weitere 
12 bis 24 Stunden in der Kugelmiihle gemahlen. Es werden 
ahnliche Ergebnisse wie in Beispiel 4 erhalten. 
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PA.TENTANSPROCHE 

Im Siebdruck verarbeitbare und wieder entfernbare Ldt- 
inaskenzusainmensetzung mit einem Gehalt an: 

A) einem f ilmbildenden Polyitieren in flUssiger Form aus 
der Gruppe von Polyimid/amid oder Polyepoxid; 

B) einem das Kleben verhindernden Mittel aus der Gruppe 
von flUssigem SiliconSl, Terpen, Terpineol, trock- 
nendem 01 und Mischungen derselben und 

C) einem festen, hochtemp&aturbestSndigen FUllstoff 
aus der Gruppe von gemeJilenem Glas, Zinkoxid, 
Siliciumdioxid, Aluminiumoxid, Sand und Mischungen 
derselben. 

LStmaskenzusammensetzung nach Anspruch 1/ 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das VerhSltnis von A : B zwischen 2 : 1 und 

1 : 3 und vorzugsweise zwischen 1 : 1 und 2 : 3 liegt. 

Lotmaskenzusammensetzung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

da6 das Verhaitnis von C : A zwischen 1 : 6 und 6 : 1 
und vorzugsweise zwischen 2 : 1 und 6 : 1 liegt. 

4. LStmaskenzusaromensetzung nach den Anspruchen 1 bis 3, 
dadtirch gekennzeichnet, 

daB das filmbildende Polymere ein Polyepoxid aus 
Epichlorhydrin und 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propan mit 
einer Viskositat von etwa 400 bis 3000 cP bei 25 C 
und einem Molekulargewicht von etwa 170 bis 250 ist. 



EN 979 005 



0019802 

5. Lotmaskenzusammensetzung nach den Anspxrtichen 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das f ilmbildende Polymere eine Losung von Poly- 
imid/?jn.id aus Pyromellithsauredianhydrid und 4,4'- 
Diamiaudiphenyiather in N-Methyl-2-pyrrolidon ist, 
die eine ViskositSt von etwa 25 bis 150 cP bei 25^ C 
aufweist. 

6. Lotmaskenzusainmensetzung nach den Anspriichen 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das das Kleben verhindernde Mittel ein Poly- 
dimethylsiloxan mit einer VJ-skosit^t von etwa 25 bis 
500 cP und vorzugsweise von etwa 100 bis 300 cP bei 
25° C ist. 

7. Ldtmaskenzusaimuensetzung nach einem oder raehreren 
der AnsprUche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB sie eine Viskositat von 700 bis 15000 cP bei 
25° C aufweist. 

8. Lotmaskenzusammensetzung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet^ 

dafl sie eine Viskositat von 1000 bis 13000, vorzugs- 
weise von 7000 bis 12500 cP bei 25° C aufweist. 

9. LStmaskenzusammensetzung nach den Anspriichen 1 und 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl der Flillstoff eine TeilchengrdBe von etwa 0,1 

bis 20 jam, vorzugsweise von etwa 0,1 bis 5 pn aufweist. 

10. Verfahren zum Herstellen einer wieder entfernbaren 
Lotmaske, 

dadurch gekennzeichnet, 
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da 6 eine LStmaskenzusairanensetzung gemaa den AnsprUchen 
1 bis 9 im Siebdruck auf eine Unterlage in einera be- 
stiinmten Muster aufgetragen und durch Trocknen ge- 
hartet wird und 

dafl die LStmaske nach dem Auftragen eines Lots, das 
in den von der Maske nicht bedeckten Bereichen auf 
der Unterlage haftet, wieder entfernt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Latmaskenzusaromensetzung in einer Schicht- 
dicke von etva 0,025 bis 0,635 mm, vorzugsweise von 
0,127 bis 0,25 mm aufgetragen wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Latmaske durch Trocknen bei einer Temperatur 
von etwa 50 bis 150° C gehSrtet wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 10, 

dadurch gekennzeichnet, ^ 
dafl das Lot bei Temperaturen zwischen 300 und 400 C 
aufgetragen wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl die L5tmaske durch Abschrecken der gel5teten Unter- 
lage auf eine Temperatur zwischen 100 und 180° C unter 
Einwirken eines LSsungsmittels wieder entfernt wird. 
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